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ノート
将来のモバイルサービス実現のため，あらゆる周波数帯に対応できる「バンドフリー無線回路」の研究を行っている．その一環として，MEMSスイッチを適用した900MHz/1900MHz帯デュアルバンド電力増幅器の試作機を完成させた．
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AE—E
FET : Field Effect Transistor (ERZR 5 P2 4)
FOMA : Freedom Of Mobile multimedia Access
MEMS : Micro-Electro Mechanical Systems
MN : Matching Network (¥&v[0li%)
MS : Mobile Station (F&®E¥fiA)
PA : Power Amplifier (75 JJ#4iE#s)
PAE : Power Added Efficiency (7 JIinzhe)
PAN : Personal Area Network
SPnT : Single-Pole-n-Throw (1 AJin#i77)
UN : Ubiquitous Network (ZL¥F % 2%y b7 —2)
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